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1024-bitowa pamigé statyoczna RAM charakteryzuje sie:
- peilng wsgélpraoq gz ukladami TTIL,

- trdjatanowyi_wyjéoio- danych,

- niskim poborem pradu,

- mogliwodolg prrzechowywania danyoch przy zmnie jszonym
napieoiu zasilania,

- wetepnym przechowywaniem ‘adreséw w rejestrze typu
"latch", 8

Uktad wyprowadzen

U : Opis wyprowadzen
Ae Az
Ussg, Upp — wejscia zasilajace
A+ Ag ~— wejscia adresowe
AS AS cs - wejscie wyboru uktadu

Ag DI - wejicie danych
DO~ wyjscie danych

‘DO

MCY 71CO3N

Pamigt statyczna RAM
1 x1024 bity

Informacja wstepna

LSI CMOS
Bramka aluminiowa,

Obudowa CE T1

R/W - wejscie wyboru rodzaju pracy

REJESTR
D!

Ag o—1 rarck

Upp
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Blokowy schemat wewngtrzny
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Parametry dopuszczalne

/USS =0V/
Wartodé
Oznaczenie Nazwa Jedn,
min max
Unp Rapigcie zasilania v -0,3 7
UW Napiecie na pozostalych wypro- v -0,3 7
wadzeniach
Py Moc rozpraszana ) W 0,5
t b Temperatura otoczenia w czasie % 0] +70
& pracy
tstg Temperatura przechowywania °¢ -40 +125
Parametry charakterystyczne statyczne
/Opp = 3 V 45%; Ugg = O V5 b = topy min © Yamp max’
Wartosé
Oznaczenie Nagzwa Jedne Warunki pomiaru
min max
Upp | Napiecie zasilania v v 4,75 5,25
Ury Faplgcie wejsciowe w stanie v 345
wysokim
Uy, Napiecie wejsSciowe w gtanie v 0,8
niskim :
I Wejsciowy prad upiywu pA 15 Eejfcéa_mzem
1 Upp.
U Napigcie wyjsciowe w stanie v 3,8 I, =-1mA
oH wysokim i oH
U .Napiecie wyjsciowe w stanle v 0,5 I, =1,6mA
0% niskim ' oL~ °°
1o Wyjsciowy pragd upzywu ) pA 15 IJ0 =0~ Uy
Ipp Prad zasillania mA 1 UDD = 5,25 V
U, Napleoie zasilania w stanie v 2,5 Uz = U
PD przechowywania informacji ' Ugs- 0 ]%D
1 Prqd zasilania w stanie prze- RrA 250 U = U
m chowywania informacji ugs- 60
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Parametry charakterystyczne dynamiczne
/UDD.- 5 V; USS = 0V; CL = 50 pF; tamb = +25OC/

Wartos$é
Oznaczenle Nazwa Jedn, :
min max
Cykl odczytu
tnc Czas cyklu odczytu ns 1000
tyc Czas dostgpu wzgledem zezwolenia CS| ns 800
tcx Czag opéZnienia stanu aktywnego _ns 150
ggjécia danych wzgledem zezwolenia
top Czas trwanla zakazu TS ns 120
tAS Czas ustawlienia adreséw wzgledem ns 0
zezwolenia
tan Czas przetrzymania adresdw ns 200
wzgledem zezwolenie
tRS Czas ustawienia zezwolenia oﬂczytu - ns 0
wzgledem zezwolenia TS
ten Czas przetrzymania zezwolenia ns 50
odczytu wzgledem zakazu CS-
thH Czas trwania danych wyjsciowych ns 150
po zakazie TS
Cyk! zapisu
twc Czas cyklu zapisu ns 1000
tyq Czas zapisu ns 470
tys Czas opéZnienia sygnatu zapisu ns 110
wzgledem zezwolenia ’
tWH Czas przetrzymanié sygnau zapisu ns 50
wzgledem zakazu
tups Czas ustawienia danych wejsSciowych ns 0
wzgledem poczgtku sygnaiu zapisu
tunk Czas przetrzymania danych wej- ns 50
dciowych wzgledem korica sygnazu
zapisu
Cykl odczyt/zapis
Trwe Czas cyklu odczyt/zapis ns 1800
- S R >
th Czas zapisu _ - ns 820
trps Opéinienie sygnatu odczytu ns 20
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